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研究の目的

結果

結論

実験方法

光アノード電極の効率向上を目指した
表面修飾材料の検討
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Potential / V vs. RHE

Sweep direction

Fe-Ni (0.003 wt% each)
Fe-Ni (0.006 wt% each)
Fe-Ni (0.009 wt% each)
Fe-Ni (0.012 wt% each)

0.5 M K-Pi (pH 13) 
10 mV s-1
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Potential / V vs. RHE

Sweep direction0.5 M K-Pi (pH 13) 
10 mV s-1

 電極面積1 cm2当たり、0.009wt%（for ヘキサン）溶液を
6 mg滴下した際に高い電流値が得られた。

 焼成処理は、ほとんど性能に影響を及ぼさなかった。
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Fe-Ni-standard
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0.5 M K-Pi (pH 13) 

10 mV s-1

FeNiOx複合助触媒を担持したTa3N5光電極の電流電圧特性評価

濃度：Fe-Ni（0.009wt%） in ヘキサン
熱処理温度：140 degrees 

助触媒溶液の濃度依存 熱処理時の温度依存

標準条件

FeNiMOx（M=Zr, Cr, Co）で修飾したTa3N5光電極の性能評価

Fe-Ni-Zr Fe-Ni-Cr

Fe-Ni-Co Co only

 第３元素として、CrやCoを混合すると、電流値が向上した。
 Coのみの担持で最適化した場合にはFeNiと同等の性能であった。

現状最も良いとされるFeNiOx助触媒の性能を
大きく上回る電流値の実現に成功

FeNiOx (キャスト法)
： 3.9 mA cm-2 at 1.23 V

FeNiCoOx (キャスト法)
： 5.9 mA cm-2 at 1.23 V （約1.5倍）

・STH10%達成のためのTa3N5光電極の性能をさらに引き出す表面修飾材の探索を実施。
その結果、従来の助触媒であるFeNiへCoを複合化させると電流値が約1.5倍 （1.23 vs. RHE）へ
向上することがわかった。
➡ この知見を研究組合へFeedbackすることで10％の目標値達成に貢献。

ここで紹介した研究成果の一部は国立研究
開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）・ARPChemプロジェクトにより得られたも
のである。
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タンデム型セルによる水分解反応の現状

理論限界: ca. 12 mA/cm2

現状:   ca. 6 mA/cm2

助触媒 : FeNiOx（キャスト法）

我々のミッション
電流値を向上させる表面修飾材の開発

酸素発生光電極（Ta3N5のポテンシャル） 光生成キャリアの利用効率向上


